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概要（Summary ）： 

低い周波数の振動からエネルギーを取り出せる

静電櫛歯を用いたマイクロ発電機の開発を目的と

して、発電特性の評価を行うためのデバイスの作製

を行った。静電櫛歯へのエレクトレット膜形成時の

酸化工程における電極部の Si の酸化を、SiN 膜で

防ぐことで発電特性を評価できるデバイスの作製

に成功した。 

 

 

実験（Experimental）： 

デバイスの作製は SOI 基板（デバイス層厚み：

100 μ m ）を使用し、 LP-CVD （サムコ社製

LPD-1200）による SOI 基板への SiN 膜の成膜、

片面マスクアライナ（ミカサ社製 MA-10 型）によ

るデバイス層へのフォトレジストのパターニング、

レジストパターンをマスクとして DeepRIE によ

るデバイス層の異方性ドライエッチング、フォトリ

ソグラフィー法によるハンドル層へのフォトレジ

ストのパターニング、レジストパターンをマスクと

して DeepRIE によるハンドル層の異方性ドライ

エッチング、エレクトレット膜を形成する酸化工程

と大きく分けて 6 つの工程で作製した。このうち

SiN 膜の成膜、デバイス層のパターニング、ハンド

ル層のパターニングの 3 工程を公開支援装置群を

利用してプロセスを行った。 

 

 

 

 

 

結果と考察（Results and Discussion）： 

作製したデバイスの外観を図 1 に示す。フォト

リソグラフィー法と異方性ドライエッチングに

より所望の加工精度で作製できており、デバイス

の電極部を膜厚 150nmのSiN膜でマスクしている

ためエレクトレット膜形成時の酸化工程における

電極部の Si の酸化を防ぐことができていた。SiN

膜を除去することで電極部から絶縁膜が無くなり、

発電特性の評価が行えるデバイスを作製すること

ができた。 

 

 
図 1．作製したデバイスの外観 
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